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R03ERT BCSCH BiíBH., entidad alemana, residente en 

Breitsohej dstrasse 4, STUTT5ART -,7. Alemania.

" La invención se refiere a un elemento semi- 

-conductor conteniendo como mínimo dos cuerpos se­

miconductores en forma de plaqaitas, cada uno con 

ctos contactos üc conexión como mínimo, según so oes 

cribe en la solicitud de patente española 35-3 070,

M̂<i. M!
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del mismo solicitóte en Ir-- ovni un cuerpo s^-iioí^iduc- 

tor con un pricer contacto de conexión, que ocupa codo 

un lado de superficie, está soldado sobre una placa de 

sócalo, que sirve s imnltán -so c: o neo como conexión de elce, 

trodos, que lleva en su parte inferior opuesta un pri­

mer pasador de conexión, y otro cuerpo semiconductor 

con un primer contacto de conexión, que ocupa todo un 

lado de superficie, está soldado sobro un soporte (He- 

puesto por encima de la placa de zócalo, en el cual se 

ha introducido el soporte con un agujero de sujecoión 

para ello previsto a través de un segundo pasador de

conexión que atraviesa en forma aislada la placa ¿e fó­

calo, en el cual, además, el cuerpo semiconductor sóida 

do sobre el soporte, en su lado superior opuesto al so­

porte, lleva un segundo contacto de conexión que, a tra 

vós de un alambre de conexión está conectado con un. ter 

cer pasador de conexión, que atraviesa en forma aislada 

la placa de zócalo, estando el alambre de conexión con 

una de sus zonas finales acodada, recta con relación 

a la sección central, soldado con el segundo contacto 

de conexión del cuerpo semiconductor soldado sobre el 

soporte, y con su otro extremo, asimismo acodado con re­

lación a la sección central, desarrollado en forma heli­

coidal, insertado por encima del tercer pasador de co­

nexión y soldado con éste, teniendo finalmente el cuer­

po semiconductor soldado sobre la placa de zócalo, en su 

lado superior opuesto a la placa de sócalo, un segundo 

contacto de conexión que está conectado en forma elóctri 

camente conductora, con el soporte.

En la citada solicitud ya so ha propuesto mi ele-30
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Mentó somiconcuctor ¿. esta cute clü.'i:-.:;r¡.to s?

miconductor se forma la conducción electriccunentc con­

ductora, entre el soporte y el segundo contacto de co­

nexión gol cuerpo semiconductor soldado sobre lo. placa

de sócalo, por un segundo pasador de conexión, sobre el 

cual está colocado el soporto con el agujero do sujeción 

para ello previsto, y por otro alambre de conexión que 

conduce desde este pasador de conexión hacia el segundo 

contacto de conexión del cuerpo semiconductor soldado 

sobre la placa de zócalo. Este alambre de conexión es­

tá desarrollado como ol alambre de conexión ya menciona­

do más arriba y soldado con el mencionado contacto de cq 

nexión y el mencionado pasador de conexión en igual for­

ma como éste con su correspondiente contacto de conexión 

y su correspondiente pasador de conexión.

La invención tiene por cometido desarrollar un 

elemento semiconductor de la clase antes mencionada mas 

simplificado y de mas barata fabricación. En especial 

se deberá suprimir el alambre de contacto mencionado en 

segundo lugar que conecta el segundo contacto de conexión 

del cuerpo semiconductor soldado sobre la placa de zócalo 

con el segundo pasador de conexión.

Una solución especialmente sencilla y eficaz de 

este cometido se logra si, según la presente invención, 

la conexión eléctricamente conductora entre el segundo 

contacto de conexión del cuerpo semiconductor soldado 

sobre la placa de zócalo y el soporte se forma por el 

propio soporte. Convenientemente muestra para ello el 

soporte una, sección doblada hacia abajo, estrechándose 

hacia abajo, cuyo extremo inferior está soldado con el30.



segundo contacto de conexión del cuerpo semiconductor 

soldado sobre la placa soporte. Para poder graduar, 

durante el montaje del elemento semiconductor, el pla­

no del soporte paralelo a la superficie del sócalo se 

5. ha desarrollado el agujero de sujeción dol soporte como

un ojal que tiene la forma de un cilindro coaxial al 

agujero de sujeción y que permite una guía y soldadura 

a lo largo del pasador de conexión. Como en interés de 

un fácil montaje y una movilidad durante el proceso de 

10. la soldadura, ol diámetro interior del ojal debe ser al

go mayor que el diámetro exterior del pasador de oone- 

xión, se pierde en parte este efecto de guía deseado y 

la posición paralela deseada entre el plano del soporte 

y la placa de zócalo, ya que el ojal se cantea con rola 

15. ción al pasador de conexión. Para eliminar este efecto

se ha doblado la parte del soporte que lleva el cuerpo 

semiconductor con relación a la superficie de sección 

del ojal.

" .......En un elemento semiconductor en eUr cual ambos -

20. * cuerpos semiconductores llevan en su lado superior un

----- - - -tercer contacto de conexión,.de-los.cuales cada uno de

------ — los-dos-teroeros contactos desconexión se conectan en...

forma eléctricamente conductora con un cuarto pasador 

de conexión, que atraviesa en forma aislada la plaza 

25. de zócalo, se desarrolla ventajosamente esta conexión

eléctricamente conductora como un alambre de conexión 

común que conduce desde el uno de los contactos de co­

nexión hacia el pasador de conexión y desde ésto hacia 

el otro contacto de conexión. Convenientemente muestra 

este alambre de conexión común dos secciones finales de30
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con los contactos ác conexión, dos secciones interme­

dias de curso aproximadamente horizontal, y entro es­

tas des secciones una sección central desarrollada en 

forma helicoidal que se inserta sobre el cuarto pasador 

do conexión y se suelda con éste. En caso necesario 

se puede sustituir este alambre de conexión común por 

dos alambres de conexión individuales de la clase ya 

descrita mas arriba e insertarlos consecutivamente so­

bre el cuarto pasador de conexión.

La invención se refiere además a un procedimien­

to para el montaje y la soldadura del elemento semicon­

ductor descrito. Este procedimiento permite colocar 

las distintas piezas del elemento, previamente dotadas 

de material de soldadura, para su soldadura en una so­

la pasada a través del horno, en forma sencilla en la 

posición correcta entre si y mantenerlas durante el 

transporte a través del horno de soldadura en 'esta posl 

ción. ---.....--- ------------------ .... ... .

Según la presente invención se soluciona este 

cometido debido a que se ha previsto un dispositivo de 

sujeción compuesto de tres placas de plantilla, a que 

estas placas de plantilla se dotan de escotes para las 

..piezas individuales de un ejemplar del elemento semicon 

ductor como mínimo, se pueden colocar unas encima de las 

otras y al mismo tiempo se guian paralelas entre si me­

diante medios de guia, a que como mínimo una placa de 

zócalo se inserta, con tres pasadores de conexión sobre 

salientes por el lado inferior, en taladros para ello

30. previstos en la, primera placa de plantilla, a que enton
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cea se coloca la segunda placa de plantilla, a que en 

un escote pare, ello previsto en esta segunda placa de

plantilla se coloca el cuerpo semiconductor a soldar 

sobre la placa de zócalo, provisto, como mínimo en uno 

de sus contactos superiores previamente, de material 

de soldadura - en caso dado, después de haberse coloca­

do una plaquita de material de soldadura, a que después 

en un escote para ello provisto en la segunda placa de

plantilla se coloca el soporte, que, en caso dado, en 

el lugar previsto para la soldadura con él del cuerpo 

semiconductor se ha dotado previamente de material de 

soldadura, a que seguidamente se coloca la tercera pla­

ca de plantilla, a que en un escote para ello previsto 

en esta tercera placa de plantilla se coloca el cuerpo 

semiconductor a soldar sobre el soporte, previamente 

dotado, como mínimo en un contacto de conexión superior, 

de material de soldadura, a que después, en como mínimo 

un escote para ello previsto en la tercera placa de plan 

tilla, se coloca como mínimo un alambre de conexión y 

simultáneamente se pasa con su sección desarrollada en 

forma helicoidal por encima del pasador de conexión ad­

judicado.y.-la parte helicoidal se .empuja-a lo largo .del .

...pasador .de_conexión hacia abaj.o.hast.a. .agarrar, y  .con .ello 

hasta tensar el alambre de conexión, a que entonces se 

colocan sobre los pasadores de conexión, que atraviesan 

en forma.aislada.la placa de zócalo, en cada uno un ani­

llo de material de soldadura y después se retiran la se­

gunda y tercera placas de plantilla y, finalmente, a que 

solo la primera placa de plantillo., con el elemento se­

miconductor montado sobre ella, se transporta a través
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del horno do sol endura.

Mediante la sujeción descrita do los alambres 

de conexión ce empujan los cristales semiconductores 

sobre sus bases con lo cual, antes de la soldadura, to­

das las pionas individuales de la totalidad del elemen­

to semiconductor están insensibilizadas contra las sacu 

dicas y se mantienen establemente fijadas en su lugar.

Ulteriores detalles y convenientes desarrollos 

adicionales de la invención se describen y explican con 

más detalle a base del ejemplo de ejecución representa­

do en el dibujo.

Muestran:

La figura 1 un elemento semiconductor según la 

invención con la tapa desmontada, visto en perspectiva;

La figura 2 una sección parcial según la linea 

11-11 de la figura 1;

Las figuras 3 los alambres de conexión que condu 

cen desde los pasadores de conexión a los contactos de 

conexión de los cuerpos semiconductores;

La figura 4 el circuito de conexión eléctrico de 

un elemento semiconductor híbrido según la invención, en 

el cual ambos cuerpos semiconductores son monolíticos;

La figura 5 el dispositivo de montaje compuesto 

de tros placas de plantilla con las piezas a soldar del 

elemento semiconductor en estado separado, en perspecti, 

va;

La figura 6 la primera placa de plantilla con 

cuatro zócalos prefabricados insertados, en vista en

30.
perspectiva;

La figura 7 el elemento semiconductor según la fi.
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gura 1 y 2 con la tapa desmontada, visto en planta, h: 

biéndose suprimido tsjfibián la placa de socalo con su 

primer pasador de conexión;

La figura 8 los escotes en la segunda placa de

plantilla, en vista en planta y

La figura 9 los escotes en la tercera placa de 

plantilla, en vista en planto..

El elemento semiconductor representado en las fi. 

guras 1, 2 y 7 contiene dos cuerpos semiconductores 38, 

36 en forma de plaquitas.

El cuerpo semiconductor 38 lleva, en su lado in 

ferior, un primer contacto de conexión 39 (Fig. 2) que 

se extiende sobre todo este lado inferior. Con esto con 

tacto de conexión está soldado el cuerpo del semiconduc­

tor 38 sobre una placa de zócalo 35 que forma una parte 

de la carcasa del elemento semiconductor y simultánea­

mente sirve como conexión de electrodos para el cuerpo 

semiconductor 38. La placa de zócalo 35 lleva en un la 

do inferior un primer pasador de contacto Kp. Este pa­

sador de contacto sirve como alimentación de corriente 

para el contacto de conexión 39 dol cuerpo semiconduc- 

"tor"38l * " "

..... "El.'segundo cuerpo semiconductor 36 lleva en su

lado inferior asimismo un primer contacto de conexión 

37 que se extiende sobre todo este lado inferior. Con 

este contacto de conexión 37 está el cuerpo semiconduc­

tor 38 soldado sobre un soporte 60 dispuesto por encima 

de la placa de zócalo 35. El soporte 60 está empujado 

con un agujero de sujeción para ello previsto sobre un 

segundo pasador de conexión Kp.30.
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Pora que durante el montaje Jet elementa 

ductor el plano del soporte, es decir, la sección del 

soporte 60 que lleva el cuerpo semiconductor 36 ce pueda 

ajustar paralelo a la superficie del sócalo, con objeto 

de poder ajustar ¿turante el montaje al cuerpo semicon­

ductor 36, se ha desarrollado el agujero de sujeción del 

soporte 60 como ojal 60b que tiene la forma de un cilin­

dro coaxial al agujero de sujeción. Con este ojal 60b 

está soldado el soporte 60 con el segundo pasador ¿!a 

conexión Kg a través del material de soldadura Lg. Como 

en interés de un fácil montaje y una libertad de movi­

miento al soldar en el elemento semiconductor el diámetro 

interior del ojal 60b, se ha de seleccionar en 0,05 mm ma 

yor que el diámetro exterior del pasador de conexión Kg, 

que asciende a 1 mm, se pierde en parte este efecto de 

guía deseado a lo largo del pasador de conexión Kg y la 

posición paralela deseada del plano del soporte y la 

placa de zócalo, ya que el ojal se cantea con relación 

al pasador de conexión Kg. Para eliminar este defecto 

se dobla la parte del soporte 6 0 -que-lleva el cuerpo se­

miconductor 36 con relación a la superficie ¿íe sección 

del ojal 60 b en un ángulo o( de 7° (Fig. 2) cuando, con 

las medidas arriba mencionadas para el diámetro, la lon­

gitud axial del ojal asciende a 1 mm.

El segundo pasador de conexión sirve como ali 

mentación de corriente para el contacto de conexión 37 

del cuerpo semiconductor 36 soldado con el soporte 60.

El pasador de conexión Kg está conducido aislado median­

te una fusión de cristal Gg a través de la, placa de zoca
30. lo 35.
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377255WTT-n.ldUf'tOr <El cuerpo semTconductcr 36 tiene además de su 

primer contacto de conexión 37, que se encuentra en el 

lado inferior, un segundo contacto de conexión 13, que 

está dispuesto en el lado superior 6 y a través de un

alambre de conexión 62 está conectado con el tercer pe 

sador de conexión K y  Este pasador de conexión es­

tá, asimismo mediante una fusión de cristal G y  atravesan 

do en forma aislante la placa de zócalo 35. El alambre 

de conexión 62 se compone de una sección central 12 rec­

tilínea, de curso aproximadamente horizontal, de una pri 

mera sección final 12a asimismo de desarrollo rectilíneo

y de curso aproximadamente vertical y de una segunda seo 

ción final 7/3, asimismo acodada con relación a la parte 

central, pero desarrollado en forma de espiras heliooida 

les. El eje de las espiras transcurre en dirección ver­

tical. El extremo inferior de la primera sección 12a 

está soldada con el segundo contacto de conexión 13 del 

cuerpo semiconductor 36. La segunda sección final '<73 

del alambre de conexión 62 está insertada sobre el ter­

cer pasador de conexión K3 y soldada con éste.

El segundo contacto de conexión 52 del cuerpo se­

miconductor 38 se encuentra en su lado superior y está 

unido en forma eléctricamente conductora con el soporte

60. Esta unión eléctricamente conductora está formada

por el mismo soporte 60. El soporte 60 muestra para elle 

una sección estrechada hacia abajo 60a, cuyo extremo in­

ferior está soldado con el contacto de conexión 52.

El cuerpo semiconductor 38 tiene un tercer con­

tacto de conexión 7 que está dispuesto al lado del según 

do contacto de conexión 52 en el lado superior. También30.
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36 tiene un te:'ooi cantuotc dg

conexión 14 que ae encuentra en su lado superior. Cada 

uno de los dos torceros contactos de conexión 7 y 14 es 

tú conectado en forma eléctricamente conductora con un 

pasador de conexión K4 común, que, mediante una fusión 

de cristal G4, está' conducido a través de la placa de 

zócalo 35. Para, ello sirve un alambre de conexión 61 

común que conduce desde el contacto de conexión 7 hacia 

el pasador de conexión K4 y desde éste hacia el contac­

to de conexión 14. El alambre de conexión 61 (vease tsm 

bien la figura 3b) lleva, dos secciones finales 10a, 11a 

de curso vertical, soldadas en sus extremos inferiores 

con los contactos de conexión 7, 14, dos secciones Inter 

medias de curso aproximadamente horizontal 10, 11 y entre 

estas secciones intermedias una sección central, desarro­

llada en forma helicoidal Y/4. La sección central W4 es­

tá insertada sobre el cuarto pasador de conexión K4 y sol 

dada con éste.

En lugar del alambre de conexión 61 común, que se 

ha representado en la figura 3b en-escala consideráblemen 

te aumentada, se pueden emplear también dos alambres de 

conexión individuales 61a, 61b (Figuras 3d y 3c). El alam 

bre de conexión 61a destinado aí contacto de conexión 7 

se desarrolla aquí, como representado en la figura 3d, 

esencialmente en la misma forma como el alambre de cone­

xión 62 ya descrito, que se ha representado en la figu­

ra 3a. En estos dos alambres de conexión 61a, 62 señalan 

las espiras W'4 o bien 7/3 - visto desde la sección cen­

tral 10 o bien 12 - en la misma dirección como la otra 

sección final desarrollada rectilínea 10a o bien 12a. En30.



el alambre de conexión 61b destinado al contacto de co 

nexión 14 por el contrario se disponen las espiras '.','4" 

y la .sección final 11a, para lograr un buen efecto de 

tensión previa, de manera que ambas secciones finales 

W4" y 11a señalen desde la sección central 11 en dos 

direcciones opuestas entre sí.

Los dos cuerpos semiconductores 36, 38 pueden ser 

elementos discretos de los cuales eaóa uno contiene por 

ejemplo un solo transistor. Pero también pueden conte­

ner circuitos monolíticamente integrados 136, 138 que 

por ejemplo pueden estar ejecutados en técnica planar.

La figura 4 muestra un posible ejemplo de ejecución en 

el que tanto el cuerpo semiconductor 36 como también el 

cuerpo semiconductor 38 contienen un circuito integrado. 

Con trazos a rayas se emarcan en la figura 4 los distin­

tos elementos contenidos en el cuerpo semiconductor 36, 

con trazos de rayas y puntos los elementos individuales 

integrados en el cuerpo semiconductor 38.

El cuerpo semiconductor 36 contiene en este ejem­

plo de ejecución un circuito monolíticamente integrado 

que se compone de un transistor de mando ST, una resis­

tencia R1 paralela al trayecto base-emisor del transis­

tor de mando y do un diodo Zoner Z que con su ánodo está 

conectado a la base del transistor de mando. El primer 

contacto de conexión 37 del cuerpo semiconductor 36 co­

nectado con el soporte 60 forma aquí la conexión de co­

lector del transistor de mando ST, el segundo contacto 

de conexión 13 la conexión de cátodo del diodo Zener Z 

y el tercer contacto do conexión 14 la conexión de emi­

sor del transistor de mando ST.
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El cuerpo semiconductor 38 contieno, en el ejem­

plo de ejecución según la figura. 4 , un circuito o cone­

xión de transistores según Darlington,, Este circuito 

de transistor Darlington se compone de un transistor 

de ataque TT, de un transistor de potencia LT, cuyo co­

lector esta conectado con el colector del transistor de 

ataque y cuya base esta conectada con el emisor del tra.n 

si&tor de ataque, ademas de una resistencia paralela al 

trayecto emisor-base del transistor do ataque, ¿c una re­

sistencia R2 paralela al trayecto emisor-base del tran­

sistor de potencia y de un diodo D en paralelo con el tra 

yecto emisor-colector del transistor de potencia, cuyo 

ánodo está conectado con el emisor del transistor de po­

tencia. El primer contacto de conexión 39 del cuerpo se. 

miconductor 38 soldado con la placa de sócalo 35 forma 

aquí la conexión de colector común de los dos transisto­

res TT, LT, el segundo contacto de conexión 52 la cone­

xión de base del transistor de ataque TT y el tercer con 

tacto de conexión 7 la conexión del emisor del transistor 

do potencia LT.

Los dos.circuitos integrados.. I36_e.I38 pueden em­

plearse aquí como reguladores de tensión en forma simi­

lar al ejemplo de ejecución descrito en la citada paten­

te. Para el montaje del elemento semiconductor sirve al, 

dispositivo de sujeción representado en las figuras 5, 6, 

8 y 9 y compuesto esenciálmente de tres placas do planti­

lla SI, S2, S3. Las placas de plantilla S 1, S2, S3 es­

tán dotadas de escotes para las piezas individuales del 

elemento semiconductor, se apilan unas encima do las 

otras durante el montaje de estas piezas guiándose en pa



encuentran en ia primera placa de plantilla S 1. En el 

dispositivo de sujeción se pueden montar cuatro ciernen 

tos semiconductores uno al lado del otro que entonces,

5. en una sola pasada a través del horno, se sueldan simul

táneamente, retirándose directamente antes de pasar por 

el horno las placas de plantilla S2 y S3.

Para el montaje de los elementos semiconductores 

en las placas de plantilla se debe disponer de la placa 

10. de zócalo 35 con sus pasadores de conexión Ko, K2, IÍ3,

IÍ4 ya previamente terminada. Esta fabricación previa 

consiste en que primeramente se fundan los pasadores de 

conexión K2, K3, K4 en taladros correspondientemente di 

mensionados de la placa, de zócalo, de manera que se for- 

15. men las fusiones de cristal G2, G3, 04 y después el pasa

dor de conexión Kp a tope sobre el lado inferior de la 

placa de zócalo. En su lugar so puede fijar también el 

pasador de conexión IÍQ por soldadura, dura simultáneamcn 

te con la colocación de las fusiones do cristal. A con- 

20. tinuación de este proceso se recubren todas las superfi-

.......cíes metálicas del zócalo previamente fabricado de una

-- capa metálica retíenlabie con el material de soldadura 

blando, preferentemente con níquel.

Al montar los elementos semiconductores se insor- 

25. tan, como se ha representado en la figura 5, cuatro pla­

cas de zócalo previamente fabricadas 35 cada vez con los 

pasadores de conexión Kg, K2, K3, K4 que sobresalen por 

la parte inferior en los taladros para ello previstos B,̂ , 

B2, B3, B4 de la primera placa de plantilla SI (véase 

también la figura 6) y después se coloca encima la segunou30
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do plantilla S2 de manera que asiente sobre

lados superiores de las placas de zócalo 35.

Los pasadores de conexión sobresalientes en 

estos lados superiores K2, IQ, K.4 pasan aqui a través 

de escotes A.-Q, A^ correspondientemente dimencionados 

dispuestos en la placa de plantilla S2 según la figura 

8. 31 escoto AgQ sirve aqui simultáneamente paro la re

cepción del soporte 60. En otro escote A^g (véase las 

figuras 5 y 8) de la segunda placa de plantilla S2 se

inserta entonces con ayuda de unas pinzas aspiradoras 

el cuerpo semiconductor a soldar sobre la placa de zoca 

lo que como mínimo en sus contactos de conexión superio 

res 52 y 7 están previamente recubiertos de material de 

soldadura. Las esquinas del escote A^g están ensancha­

dos para proteger las esquinas de cristal. En su lado 

inferior puede el cuerpo semiconductor 38 estar asimis­

mo previamente recubierto de material de soldar. En su 

lugar o adicionálmente se puede colocar sin embargo tam 

bién en el escote A^g antes de la colocación del cuerpo 

semiconductor 38, una plaquita de material de soldadura. 

Entonces se coloca en el escote AgQ de la segunda placa

de plantilla S2 el soporte .60...La posición^ del soporte.

60 se fija aquí por el ojal 60b que, al ser colocada, se 

empuja por encima del pasador de conexión K*2 y por los - 

dos lugares de asiento A en.el escote AgQ (Fig. 8).

La sección 60a que señala hacia abajo del soporte 60 

tropieza sobre el contacto de conexión 52 previamente 

emplomado del cuerpo semiconductor 38. Después se colo­

ca la tercer placa de plantilla S3 (Figura 5). Esta tie 

ne los escotes A'2, A'^, A'^ desarrollados según la 13-30.



gura 9 para el paso de los pasadores de conexión K2, &3, 

K4- Con a^nda de unas pinzas aspiradoras se coloca 

entonces en otro escote A^g (vease las figuras 5 y 9) de 

la torcera placa de plantilla S3 el cuerpo semiconductor 

36. Para facilitar la colocación se ha profundizado la 

placa de plantilla S3 a lo largo del contorno Ií de mane­

ra que la planta de esta profundización se encuentro apro 

Rimadamente en altura con la superficie do cobertura del 

cuerpo semiconductor 36.

Las esquinas del escote A36 se han ensanchado para 

proteger las esquinas del cristal. El cuerpo semiconduc­

tor 36 está previamente reoubierto en sus contactos de 

conexión superiores 13 y 14 con material de soldadura, 

pero también puede estar reoubierto en su lado inferior 

con material de soldadura. En su lugar o adicionálmente 

— se* puede haber recubierto con material de soldadura el 

soporte 60 en su lado superior en el sitio previsto para 

el cuerpo semiconductor 36. Después se colocan en los 

escotes para ello previstos Ag^, Agg, que se encuentran 

por encima de los escotes A^g o bien Agp de la segunda 

placa de plantilla S2, los alambres de conexión 61 y 62 

y al mismo tiempo se insertan sus secciones helicoidales 

"W4, W3 sobre los pasadores de conexión adjudicados a 

ellos K4? K3* Debido a la guía de las plantillas coin­

ciden los puntos finales de todas las alimentaciones de 

corriente automáticamente con los contactos de conexión 

correspondientes de los cuerpos semiconductores 36, 38,

Ahora se empujan las dos secciones helicoidales 

W3, V/4 en un proceso de trabajo con un calibre a lo lar­

go de sus correspondientes pasadores- de conexión K3, K4



5.

10.

15.

20.

25.

30.

377255
hasta que aprieten en un reducido recorrido na

jo. Con un dimensionamlento correspondiente d 

gitudos tanto de las secciones finales de dess

- Jn.o Ion 

'relio

rectilíneo 10a, 

ras helicoidale 

de un calibre,

11a, 12a así como también de las capí- 

s W3, W4 se puede prescindir del empleo 

empujando las espiras W3, W4 a lo largo

de sus pasadores de conexión K3, K4 basta hacer tope so 

bre las fusiones do cristal 03, 04, con lo que se obtie

ne automáticamente una magnitud de tensado siempre re­

producidle.

Después se empuja sobre cada uno de los pasadores 

do conexión K2, K3, K4, que atraviesan aislados la placa 

de zócalo 35, un anillo de material de soldadura 12, L3, 

L4. Se sacan ahora las placas de plantilla S2 y S3 y 

finalmente se lleva la placa de plantilla S1, que lleva 

los elementos semiconductores montados, hacia el horno 

de soldadura.

Por desplazamiento de las secciones W3, Y.'4 se eli 

mina por una parte la diferencia de altura entro los con 

tactos de conexión 7 y 14 que puede impedir un asiento 

simultaneo de los extremos inferiores alambre de conexión 

común 61. Por otra parte se logra que los alambres de , 

conexión 61, 62, ahora tensados sobre la totalidad de la 

estructura, compuesta de las piezas 61, 62, 36, 60, 33, 

en el transcurso del proceso de soldadura se hundan con' 

seguridad y de esta manera estas piezas se mantengan en 

contacto con los lugares de contacto soldados.

Para esta finalidad deben estar compuesto.'- los 

alambres de conexión 61, 62 de un material que tenga una 

buena conductibilidad eléctrica, una buena capacidad de



soldadura y, en interés de un tensado previo, suí'icl<r¿ 

tes propiedades de resorte que, además, también se han 

de mantener durante el calentamiento a la temperatura 

de soldadura, es decir, que la temperatura de recríeia-- 

lizacién del material moldeado en frío, del cual están 

compuestos los alambres de conexión 61 y 62, se encuen­

tra aún por encima de la temperatura de soldadura con 

objeto de que la zona de elasticidad de los alambres de 

conexión se mantenga sin perjuicio durante el proceso 

de soldadura.

Se ha descubierto ahora que las aleaciones de 

plata-cobre con un porcentaje en peso reducido en cobre, 

por ejemplo Ag9? Cu3 asi como el alambre de níquel mol­

deado, en frió son excelentemente adecuados para esta 

finalidad^ Todas las capas de material de soldadura que 

se encuentren en los contactos de conexión de los cuer­

pos semiconductores se componen do un material de solda­

dura blando a base de plomo, convenientemente de Pb96 Kn4 

Los anillos de material de soldadura L2, L3, 14 se compo­

nen, a opción, de Pb92,5 Sn5 Ag, de Sn96 Ag4 Bi0,5 ó de 

-una aleación de Pb-Sn, cuyo contenido ..en estaño se cncuen 

-tre entre un 6 y.un 10 % en peso. _ El .soldado .previo del 

elemento semiconductor híbrido se efectúa en un horno con 

tinuo llenado con Np90 Hp'iO con unos 375°C en el híbrido.

Después de salir del horno de paso continuo se ex­

traen de la placa de plantilla S1 los elementos semicon­

ductores terminados de soldar con ayuda de un extractor 

no representado en el dibujo.

Si como conexión eléctricamente conductora entre 

los contactos de conexión 7, 14 y el pasador de conexión
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K4 en lugar de?. alscíbre de conexión oomujn 61 se o^;plean 

los alambres de conexión 61 a, 61b individuóles, que es­

tán representados en las figuras 3d y 3c, entonces se ha 

de proceder para la colocación de estos alambres de co­

nexión individuales en el escote Ag^ de la tercera placa 

de plantilla S3 de la manera siguiente: Primero se inser 

ta el alambre de conexión 61a y con sus espiras helicoi­

dales Í7'4 dirigidas hacia abajo se empuja sobre el pasa­

dor de conexión K4. Después se coloca un anillo de ma­

terial de soldadura en el pasador de conexión K4 y final 

mente se coloca el segundo alambre de conexión 61b empu­

jándole con sus espiras ',7"4 dirigidas hacia arriba por 

encima del pasador de conexión K4* Después de tensar* 

los alambres de conexión 61a, 61, se coloca un segundo 

anillo de material de soldadura 14 sobre el pasador de 

conexión K4 .

- N_0 _T-A -

Descrita suficientemente la naturaleza del inven­

to, así como la manera de realizarlo en la práctica, de­

be hacerse constar que las disposiciones anteriormente 

indicadas, son susceptibles de modificaciones de detalle 

en cuanto no alteren su principio fundamental. También 

se hace constar que el invento corresponde a una Solici­

tud de Patente, presentada en Alemania, con fecha 8 de 

arzo de 1989, bajo el núaero P 19 11 915.4, acogiéndose 

por lo tanto a los beneficios que conceden los Convenios 

Internacionales en vigor, siendo lo que constituye la 

esencia del referido invento y por lo que se solicita 

Patente de Invención por 20 anos en Espaíla, sobre: PER- 

FECCI0?7A?JIEXT0c EN LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS SEMICO?!-
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DUCTORES; caractorizano.ose por lo siguiente:

1&.- Pe r f e c c i o n̂ A'i e n t o s en la construcción de 

elementos semiconductores, que contienen como mínimo 

dos'cuerpos semiconductores en forma de plaqultas, ca­

da uno con dos contactos de conexión como mínimo, del 

tipo descrito en la solicitud de patente española 

358 070 del mismo solicitante, en el cual un cuerpo se­

miconductor con un primer contacto de conexión, que ocu 

pa todo un lado de superficie, está soldado sobre una 

placa de zócalo, que sirve simultáneamente como conexión 

de electrodos, que lleva en su parte inferior opuesta 

un primer pasador de conexión, y otro cuerpo seraiconduc 

tor con un primer contacto de conexión, que ocupa todo 

un lado de superficie, está soldado sobre un soporte 

dispuesto por encima la placa de zócalo, en el cual se

- ha introducido el soporte con un agujero "de sujeción. .

paralelo previsto a través de un segundo pasador de co­

nexión, que atraviesa en forma aislada la placa de soca-, 

lo, en el cual, además, el cuerpo semiconductor soldado 

sobre el soporte, en el lado superior opuesto al sopor­

te, lleva un segundo contacto de conexión que, a través 

de un alambre de conexión está conectado con un tercer 

""pasador" de conexión, que atraviesa en forma aislada la 

placa de zócalo, estando el alambre de conexión con una 

de sus zonas finales acodada, recta con relación a la 

sección central, soldado con el segundo contacto de co­

nexión del cuerpo semiconductor soldado sobre este sopor 

te, y con su otro extremo, asimismo acodado con relación 

a la sección central, desarrollado en forma helicoidal, 

insertado por encima del torcer pasador de conexión y

- 20 -
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soldado con este, teniendo finalmente el cuerpo semi­

conductor soldado sobre la placa de zócalo, en su lado 

superior opuesto a la placa de zócalo, un segundo con­

tacto de conexión que está conectado, en forma eléctri­

camente conductora, con el soporte, caracterizados por­

que la conexión eléctricamente conductora entre el se­

gundo contacto de conexión del cuerpo semiconductor, 

soldado sobre la placa do zócalo, y el soporte se for­

ma por el propio soporte.

2§.- Perfeccionamientos según la reivindicación 

1, caracterizados porque el soporte lleva una sección 

doblada hacia abajo, estrechándose hacia abajo, cuyo ex 

tremo inferior está soldado con el segundo contacto de 

conexión del cuerpo semiconductor soldado sobre la pla­

ca soporte.

38,- Perfeccionamientos según las reivindicacio­

nes 1 y 2, caracterizados porque el agujero de sujeción 

del soporte se desarrolla come un ojal que tiene la for­

ma de un cilindro coaxial al agnjero de sujeción y por­

que el ojal se suelda con el segundo pasador de conexión,

4-S.- Perfeccionamientos .según las reivindicacio­

nes 1 a 3, caracterizados porque cuando el diámetro in­

terior del ojal es en 0,05 mm mayor que el diámetro, 

ue asciende a 1 mm, del segundo pasador de conexión y * 

la longitud axial del ojal asciende a 1 mm, la parte del 

soporte, que lleva el cuerpo semiconductor, está doblada 

co7i relación a la superficie de sección del ojal en un 

ángulo do 7°.

53.- Perfeccionamientos según las reivindicacio­

nes 1 a 4, caracterizadas porque cuando ambos cuerpos



10.

15.

20.

22
77255

semiconductores tienen en su 3.ado superior, además, ca­

da uno un tercer contacto de conexión, estando cada uno 

de los dos terceros contactos de conexión conectados 

en forma eléctricamente conductora con un cuarto pasa­

dor de conexión común, que atraviesa la placa de zóca­

lo en forma aislada, esta conexión eléctricamente con­

ductora se desarrolla como un alambre Re conexión común 

que conduce desde el uno de los contactos de conexión 

* bacía el cuarto pasador de conexión y desde este hacia 

el otro cohtacto de conexión.

63.- Perfeccionamientos según la reivindicación 

5, caracterizados porque el alambre de conexión común 

muestra dos secciones finales de curso vertical, solda­

das con sus extremos inferiores con los contactos de co­

nexión, dos secciones intermedias, de curso aproximada­

mente horizontal y, entre estas secciones intermedias una 

sección central desarrollada en forma helicoidal, que se 

inserta sobre el cuarto pasador y se suelda con éste.

73.- Perfeccionamientos según las reivindicacio­

nes 1 a 4, caracterizados porque cuando los dos cuerpos 

semiconductores tienen cada uno en su lado superior un 

tercer contacto de conexión, estando uno de los dos ter­

ceros contactos de conexión conectados on forma eléctri­

camente conductora con un cuarto pasador de conexión co­

mún, que atraviesa la placa de zócalo en forma aislada, 

esta conexión eléctricamente conductora se forma por dos 

alambres de conexión individuales de los cuales uno con­

duce desde un contacto de conexión hacia el cuarto pasa­

dor de conexión y el otro alambre de conexión dodde el 

otro contacto de conexión hacia el cuarto pasador de eo-
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88.- Parfeccionsmientos según la reivindicación 
7, caracterizados porque las espiras helicoidales do 

los alambres de conexión individuales señalan en senti­

dos opuestos y porque la espira, helicoidal pertenecien­

te al primer alambro de conexión se dirige desde la co­

rrespondiente sección central hacia abajo y 1a espira 

helicoidal perteneciente al segundo alambre de conexión 

se dirige desde la correspondiente sección central ha­

cia arriba.

98.- Perfeccionamientos según las reivindicacio­

nes 1 a 8, caracterizados porque los alambres de cone­

xión se componen de una aleación de plata-cobre con po­

cos porcientos en peso de cobre, preferentemente de 

15. Ag97 Cu3, o de níquel puro, moldeado en frío.

-¡OS.- Perfeccionamientos según las reivindicacio 

nes 1 a 9, caracterizados porque las capas de material 

de soldadura, que se encuentran en los contactos Re co­

nexión de los cuerpos semiconductores, se componen de 

un material de soldadura blando a baso de plomo, prefe­

rentemente de Pb96 Sn4.

118.- Perfeccionamientos según las reivindica­

ciones 1 a 10, caracterizados porque los pasadores de 

conexión conducidos aislados a través de la placa, de zó 

calo con las partes cada vez insertadas están soldados 

con un material de soldadura que se compone de Pb92,5 

S115 Ag ó de Sn96 Ag4 Bi0'5, o de una aleación de plomo 

-estaño que contiene una proporción en estaño entre 6 y 

10 partes en peso.

123.- Perfeccionamientos según una de las reivin



377255i
-  24 -

menos uno de los cuerpos semiconductores contiene mi 

circuito monolíticamente integrado.

12, caracterizado porque el cuerpo semiconductor soldado 

sobre el soporte contiene un circuito monolíticamente in 

tegrado que se compone de un transistor de mando, de una 

resistencia paralela al trayecto emisor-base del transís 

tor de mando y de un diodo Sener que con su ánodo está 

conectado a la base del transistor de mando, formando 

el primer contacto de conexión del cuerpo semiconductor 

soldado con el soporte la conexión de colector del tran 

sistor de mando, el segundo contacto de conexión la co­

nexión de cátodo del diodo Zener y el tercer contacto de 

conexión la conexión del emisor del transistor de mando.

14-.— Perfeccionamientos según una de las reivin­

dicaciones 12 y -13 como mínimo, caracterizado porque el 

cuerpo semiconductor soldado sobre la placa de zócalo 

contiene un circuito o conexión de transistor Darling-

1$a.- Perfeccionamientos según la reivindicación 

14, caracterizados porque el circuito o conexión de tran 

sistores Darlington se compone de un transistor de ata­

que, un transistor de potencia, cuyo colector está conec

de una resistencia conectada en paralelo al trayecto emi 

sor-base del transistor de ataque, de una resistencia 

conectada en paralelo con el trayecto emisor-base del

ton.

// tado con el colector del transistor do ataque y cuya ba- 

- se está conectada con el emisor del transistor de ataque,

transistor de potencia y de un diodo conectado en parale-
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lo coR ol trayccbo emisor-colector del transís !-or de 

potencia, cuyo ánodo está conectado con el emisor del 

transistor de potencia formando ol primer contacto do 

conexión del cuerpo semiconductor la conexión de colector 

común do los dos transistores, el segundo contacto de co­

nexión la conexión de base del transistor de ataque y el 

tercer contacto de conexión la conexión de emisor del 

transistor de potencia.

168.- Perfeccionamientos según las reivindicacio­

nes anteriores, caracterizados porque para montar y sol­

dar el elemento semiconductor se ha previsto un disposi­

tivo de sujeción compuesto de tres placas de plantilla, 

porque estas placas de plantilla se dotan de escotes pa­

ra las piezas individuales de un ejemplar de elemento se, 

miconductor como mínimo, porque se pueden colocar unas 

encimít de las otras y al mismo tiempo se guían paralelas 

entre si mediante medios de guia, porque como mínimo una 

placa de zócalo se inserta, con tres pasadores de cone­

xión sobresalientes por el lado inferior, en taladros pa 

ra ello previstos en la primera placa de plantilla, por­

que entonces se coloca la segunda placa de plantilla, 

porque en un escote para ello previsto en esta segunda 

placa de plantilla se coloca el cuerpo semiconductor a 

,pí&dar sobre le, placa de zócalo, provisto como mínimo en. 

"  * " *  ° ° ° * " " '  *  * " * * *  
de soldadura, en caso .dado después de haberse colocado 

una plaquita de material de soldadura, porque después, 

en un escote para ello previsto en la segunda placa de 

plantilla, se coloca ol soporte que, en caso dado, en el 

lugar previsto para la soldadura con el del cuerpo semi-
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conductor se ha dotado previamente de material de sol­

dadura, porque seguidamente se coloca la tercera placa 

de plantilla, porque en un escote para ello previsto en 

esta tercera placa de plantilla se coloca el cuerpo se­

miconductor a soldar sobre el soporto, previamente dota 

do, como mínimo en un contacto-de conexión superior, de 

material de soldadura, porque después, en como mínimo 

un escote para ello previsto en la tercera placa de 

plantilla se coloca como mínimo uñ alambre de conexión 

y simultáneamente se pasa con su sección desarrollada 

en forma helicoidal por encima del pasador de conexión 

adjudicado y la parte helicoidal se empuja a. lo largo 

del pasador de conexión hacia abajo hasta agarrar y con 

ello hasta tensar el alambre de conexión, porque enton­

ces se colocan sobre los pasadores de conexión, que atra 

viesan en forma aislada la placa de zócalo, en cada uno 

un anillo de material de soldadura y después se retiran 

la segunda y tercera placa de plantilla y porque, final 

mente, solo la primera placa de plantilla, con el elemen 

to semiconductor montado sobre ella, se transporta a tra 

ves del horno de soldadura.

173.- Perfeccionamientos según la reivindicación 

16, caracterizados porque las longitudes de las espiras 

helicoidales y las longitudes de las secciones finales 

de desarrollo recto correspondientes se adaptan entre si 

de manera que al tensar los alambres de conexión la ten­

sión previa correcta se presente cuando los extremos in­

feriores de las espiras asientan sobre las fusiones de 

cristal.

183.- Perfeccionamientos según la reivindicación
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tinuo llenado de N29O H2IO con 373^0 en el elemento se­

miconductor.

198,- Perfeccionamientos según las roivinóicacio 

nos 7 , 8 y 16, caracterizados porque a.l insertar las es 

piras de los dos alambres de conexión individuales so­

bro el cuarto pasador de conexión, primeramente se in­

serta la espira, que señala hacia abajo del primor alam­

bro de conexión, después un anillo de material de sóida 

dura y después la espira helicoidal que señala hacia 

arriba dol segundo alambre de conexión.

208.- Perfeccionamientos en la construcción de 

elementos semiconductores, tal y como queda sustanciál- 

mente descrito en la presente Memoria e ilustrado en los 

adjuntos dibuj os.

Esta Memnsiiia consta de 27 hojas escritas a maqui­

na por una sola cara. /í

M a % A 10ABR1978
,R0BERT\B0S0H GMBH

i. tgUMKZ ACEBO Y M00E1
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